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極低温測定向けTEG構造の検討

slide-2

極低温環境においては、冷却ステージ内のヘリウム圧力により無視できない振動を発生することがあります。この現象は、
プローブの劣化を加速するだけでなく、サンプルのパッドの損傷を引き起こします。したがって、極低温用のTEG側で、それ
らの現象に対応した構造を準備することが要求されます。
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アジェンダ
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①MOSFETモデルパラメータ抽出用TEG
DC TEG

・サイズ、レイアウト
CV TEG

・TEGの種類
SパラメータTEG（De-embedについての解説）

・プローブピッチ
・オープンTEG、ショートTEG作成方法
・サイズ、レイアウト
・ウエルアイソレーションTEG
・サブストレートカップリングTEG

ノイズTEG
・サイズ、レイアウト

②パッシブ部品測定用TEG
抵抗、キャパシタ、インダクタ

・オープンTEG、ショートTEG作成方法
・TEGの種類
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ＤＣ特性モデリング用ＴＥＧのサイズ選択
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• Vtのゲート長依存モデリング

– Lmask（ゲートのマスク長）が1.5m以下で逆短チャネル効果によりVtが上昇す
る

– 更にLmaskが1.0m以下となると短チャネル効果によりVtが急激に低下する

• Vtのゲート幅依存モデリング

– Wmask（ゲートのマスク幅）が2.0m以下でVtの変化が大きくなる

– バックバイアスにより、Wmaskが1.0m以下でVtの逆W依存が出る

Lmask

Vt

Wmask

Vt

1.5m 2m

以下のポイントについては細かく取ることが必要
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DC TEGサイズバリエーションの例
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W(um)／L (um) 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.18 0.20 0.23 0.25 0.30 0.35 0.50 0.70 1.00 5.00 10.00

モデリング対象サイズ領域
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DC測定用TEGのパッド配置例
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Gate

Bulk

(Well)

Drain

Source

2Mで配線
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容量測定用TEG一覧
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Hi端子 Lo端子 ガード L[µm] W[µm] フィンガ数 用途

① G B SD 30 50 1 酸化膜容量抽出
② G SD B 0.13 10 150 オーバラップ容量抽出
③ G SD B 0.35 10 150 DLC抽出
④ G SD B 0.7 10 150 DLC抽出
⑤ G SD B 1.5 10 150 DLC抽出
⑥ G SD B 1.5 0.2 150 DWC抽出
⑦ G SD B 1.5 0.5 150 DWC抽出
⑧ G SD B 1.5 1 150 DWC抽出
⑨ G SD B 1.5 2 150 DWC抽出
⑩ D B 80 30 M=1 面積接合容量抽出
⑪ D B 80 1.2 M=25 周囲長接合容量抽出
⑫ D B 80 1.2 M=25 LDD部接合容量抽出

① 酸化膜容量測定用TEG
② オーバーラップ容量測定用TEG－SD共通
③～⑤ DLC抽出用TEG－SD共通
⑥～⑨ DWC抽出用TEG－SD共通
⑩ 接合容量測定用TEG（面積大）
⑪ 接合容量測定用TEG（周囲長大）
⑫ 接合容量測定用TEG（LDD部周囲長大）
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容量TEGにおける寄生抵抗成分の考察
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インピーダンスの比較（@1MHz）
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容量TEG作成時の目安

寄生抵抗

測定対象

インピーダンスが同程度になると
誤差が大きくなる。
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容量TEG作成時の留意点
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・校正用オープンパッドは、デバイスを残し、１M以下の
コンタクトのみ削除

・校正用オープンパッドが共用できない場合は
それぞれ用意する

・コンタクトする領域が広い場合、Via密度を多くする
・NMOS、PMOSそれぞれのTEGが必要
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Sパラメータ測定用TEG設計の指針

slide-10

・サイズ等は回路設計で使用する範囲から選択

・基準面はデバイス+コンタクトの位置に設定

・各サイズでDe-embed用TEGのオープンとショートを用意

L(μm)＼NF 1 4 8 16 32 64
0.13 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0.18 ○
0.25 ○
0.35
0.50
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Sパラメータ測定用TEG配線の割り当て
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プローブコンタクト
主配線
（最上位メタル）

中継

グランドシールド
デバイスコンタクト
（最下位メタル）
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De-embedding TEG
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オープン ショート デバイス
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ノイズ測定用TEG設計の指針
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・サイズ等は回路設計で使用する範囲から選択

・測定にRFプローブを使用するため、GSGパッドで作成

・CMOS回路用にはシングルフィンガ構造で作成

・マルチフィンガはRFMOSのTEGを流用
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パッシブ部品モデリング用TEG設計の指針
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・サイズ等は回路設計で使用する範囲から選択

・測定にRFプローブを使用するため、GSGパッドで作成

・基準面はデバイス+コンタクトの位置に設定

・各サイズでDe-embed用TEGのオープンとショートを用意
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パッシブTEGサイズバリエーションの例

slide-15



Copyright © 2025 MoDeCH All Rights Reserved 

インダクタTEGレイアウトの一例
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デバイス オープン ショート

ガードリング Poly Gate
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